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© Die vorliegende Erfindung betrifft neue Atzmedien in 
Form von druckfahigen, homogenen, partikelfreien Atz- 
pasten mit nichtnewtonschem Fliefeverhalten zum Atzen 
von anorganischen Oberflachen, insbesondere von Gla- 
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renden Glas und anderen auf Siliziumoxid- und Silizium- 
nitrid-basierenden Systemen und deren Schichten, sowie 
deren Verwendung dieser Atzmedien. 
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Beschreibung 

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft neue Atzmedien 
in Form von druckfahigen, homogenen, partikelfreien Atz- 
pasten mit nichtnewtonschem FlieBverhalten zum Atzen 5 
von anorganischen, glasartigen oder kristallinen Oberfla- 
chen, insbcsondcrc von Glasern, vorzugswcisc auf SiC>2- 
oder Siliziumnitrid-basierenden Systemen, sowie die Ver- 
wendung dieser Atzmedien. 

[0002] Unter anorganischen Oberflachen werden oxidi- 10 
sche und nitridhaltige Verbindungen des Siliziums verstan- 
den, insbesondere Siliziumoxid und Siliziumnitrid- Oberfla- 
chen. 

Definition von Glas 15 

[0003] An sich wird unter Glas eine einheitliche Masse 
z. B. Quarzglas, Fensterglas, Borosilikatglas, als auch diinne 
Schichten dieser Materialien verstanden, die auf anderen 
Substraten (z. B. Keramiken, Metallblechen, Siliziumwafer) 20 
durch verschiedene, dem Fachmann bekannten Verfahren 
(CVD, PVD, Spin-on, thermische Oxidation u. a.) erzeugt 
werden. 

[0004] Im folgenden werden unter Glasern Siliziumoxid 
und Siliziumnitrid-enthaltende Materialien verstanden, die 25 
ohne Auskristallisation der Glaskomponenten im festen 
amorphen Aggregatzustand vorliegen und in der Mikro- 
struktur aufgrund fehlender Fernordnung einen hohen Fehl- 
ordnungsgrad aufweisen. 

[0005] Es werden neben dem reinen Si0 2 -Glas (Quarz- 30 
glas) alle Glaser erfasst (z. B. dotierte Glaser wie Borosili- 
kat-, Phosphorsilikat-, Borophosphorsilikatglaser, Farb-, 
Milch-, Kristallglaser, optische Glaser), die S1O2 und andere 
Komponenten enthalten, insbesondere Elemente wie z. B. 
Kalzium, Natrium, Aluminium, Blei, Lithium, Magnesium, 35 
Barium, Kalium, Bor, Berrylium, Phosphor, Gallium, Ar- 
sen, Antimon, Lanthan, Zink, Thorium, Kupfer, Chrom, 
Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Molybdan, Vanadium, Ti- 
tan, Gold, Platin, Palladium, Silber, Cerium, Casium, Niob, 
Tantal, Zirkonium, Neodym, Praseodym, welche in Form 40 
von Oxiden, Karbonaten, Nitraten, Phosphaten, Sulfaten 
und/oder Halogeniden in den Glasern auftreten oder als Do- 
tierungselemente in den Glasern fungieren. Dotierte Glaser 
sind z. B. Borosilikat-, Phosphorsilikat-, Borophosphorsili- 
katglaser, Farb-, Milch-, Kristallglaser und optische Glaser. 45 
[0006] Das Siliziumnitrid kann ebenfalls mit anderen Ele- 
mente, wie Bor, Aluminium, Gallium, Indium, Phosphor, 
Arsen, oder Antimon dotiert sein. 

Definition von Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basieren- 50 
den Systemen 

[0007] Als Siliziumoxid-basierende Systeme werden im 
folgenden alle kristallinen Systeme definiert, die nicht unter 
die oben gegebene Definition der amorphen Si02-Glaser fal- 55 
len und auf Siliziumdioxid basieren, insbesondere die Salze 
und Ester der Orthokieselsaure und deren Kondensations- 
produkte allgemein vom Fachmann als Silikate bezeichnet 
- sowie Quarz und Glas keramiken. 

[0008] Weiterhin werden andere auf Siliziumoxid- und Si- 60 
liziumnitrid-basierende Systeme, insbesondere die Salze 
und Ester der Orthokieselsaure und deren Kondensations- 
produkte mit erfasst. Es werden neben dem reinen Si02 
(Quarz, Tridymit, Cristobalit) alle Si02-basierende Systeme 
erfasst, die aus Si02 bzw. aus "diskreten" und/oder ver- 65 
kniipften [SiOJ-Tetraedern aufgebaut sind wie z. B. Insel-, 
Gruppen-, Ring-, Ketten-, Band-, Schicht-, Geriistsilikate 
und andere Komponenten enthalten, insbesondere Elemen- 
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te/Komponenten wie z. B. Kalzium, Natrium, Aluminium, 
Lithium, Magnesium, Barium, Kalium, Berrylium, Scan- 
dium, Mangan, Eisen, Titan, Zirkonium, Zink, Cerium, Yt- 
trium, Sauerstoff, Hydroxy lgruppen, Halogenide. 
[0009] Als Siliziumnitrid-basierende Systeme werden im 
folgenden alle kristallinen und teilkristallinen (meist als mi- 
krokristallin bczcichnctcn) Systeme definiert, die nicht unter 
die oben gegebene Definition der amorphen Siliziumnitrid- 
Glaser/- Schichten fallen. Dazu zahlen das S13N4 in seinen 
Modifikationen a-Si3N 4 und (3-Si3N 4 und alle kristallinen 
und teilkristallinen SiNx-, SiN x : H-Schichten. Das kristal- 
line Siliziumnitrid kann mit anderen Elementen wie Bor, 
Aluminium, Gallium, Indium, Phosphor, Arsen, Antimon 
dotiert sein. 

1. Atzen von Strukturen auf Glas 

[0010] Durch Anwendung von Atzmitteln, d. h. von che- 
misch aggressiven Verbindungen kommt es zur Auflosung 
des, dem Angriff des Atzmittels ausgesetzten Materials. Da- 
bei wird nicht nur die erste Schicht der Angriffsflache, son- 
dern - von der Angriffsflache aus betrachtet - werden auch 
defer liegende Schichten angegriffen und abgetragen. 

2. Atzen von Strukturen auf Glas und anderen auf Silizium- 
oxid basierenden Systemen 

[0011] Nach dem heutigen Stand der Technik konnen be- 
liebige Strukturen selektiv in Siliziumoxid- und Siliziumni- 
trid-basierende Glaser und andere Siliziumoxid- und Silizi- 
umnitrid-basierende Systeme bzw. deren Oberflachen und 
deren Schichten vari abler Dicke direkt durch lasergestiitzte 
Atzverfahren oder nach erfolgter Maskierung nasschemisch 
[1, 2] bzw. durch Trockenatzverfahren geatzt werden. [3] 
[0012] Bei den lasergestiitzten Atzverfahren rastert der 
Laserstrahl das gesamte Atzmuster Punkt fur Punkt auf dem 
Glas ab, was neben einem hohen Prazisionsgrad auch einen 
betrachtlichen Justier- und Zeitaufwand erfordert. 
[0013] Die nasschemischen und Trockenatzverfahren be- 
inhalten materialintensive, zeit- und kostenaufwendige Pro- 
zessschritte: 

[0014] A. Maskierung der nicht zu atzenden Bereiche, 
z. B. durch: 

- Fotolithografie (Herstellung eines Negativs der Atz- 
struktur, Abdeckung der Glasoberflache mit einem Fo- 
tolack, Belichtung der lackierten Glasoberflache, Ent- 
wicklung) 

[0015] B. Atzen der Strukturen durch: 

Tauchverfahren (z. B. Nassatzen in Nasschemieban- 
ken): Eintauchen der Substrate in das Atzbad, Atzvor- 
gang, mehrf aches Spiilen in H20-Kaskadenspulbek- 
ken, Trocknen 

- Spin-on oder Spriih verfahren: Die Atzlosung wird 
auf ein drehendes Substrat aufgebracht, Atzvorgang 
ohne/mit Energieeintrag (z. B. Fotoatzen, Spiilen, 
Trocknen) 

- Trockenatzverfahren wie z. B. Plasmaatzen in teuren 
Vakuumanlagen oder Atzen mit reaktiven Gasen in 
Durchflussreaktoren 

[1] D. J. Monk, D. S. Soane, R. T. Howe, Thin Solid Films 
232 (1993), 1 

[2] J. Buhler, F.-P. Steiner, H. Baltes, J. Micromech. Micro- 
eng.7 (1997),Rl 

[3] M. Kohler "Atzverfahren fur die Mikrotechnik", Wiley 
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VCH 19983. Ganzflachiges Atzen von Glas und anderen auf 
Si02-basierenden Systemen 

3. Ganzflachiges Atzen von Siliziumoxid- und Siliziumni- 
trid-basierenden Glasern und anderen Siliziumoxid- und Si- 5 
liziumnitrid-basierenden Systemen 

[0016] Urn Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierende 
Glaser und andere Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basie- 
rende Systeme und deren Schichten variabler Dicke ganzfla- 10 
chig bis in eine bestimmte Tiefe zu atzen, werden vorwie- 
gend Nassatz verfahren genutzt. Die Siliziumoxid- und Sili- 
ziumnitrid-basierenden Glaser und andere Siliziumoxid- 
und Siliziumnitrid-basierende Systeme und deren Schichten 
variabler Dicke werden in Atzbader, die meist die giftige 15 
und stark atzende Flusssaure bzw. heiBe Phosphorsaure als 
Atzkomponente enthalten, getaucht. 

[0017] Die Nachteile der beschriebenen Atzverfahren lie- 
gen in den zeit-, material-, kostenintensiven und in teilweise 
technologisch und sicherheitstechnisch aufwendigen und 20 
diskontinuierlich durchgefiihrten Prozessschritten begriin- 
det. 

[0018] Aufgabe der vorliegenden Erflndung ist es daher, 
ein in einem mit hohen Durchsatzen erfolgenden, technolo- 
gisch einfachen Atzverfahren fiir anorganische Oberflachen, 25 
insbesondere fiir Glas und anderer auf Siliziumoxid- oder 
Siliziumnitrid-basierenden Systeme, und deren Schichten 
mit variabler Dicke einsetzbares Atzmedium zur Verfiigung 
zu stellen, wodurch dieses einfache Atzverfahren sich im 
Vergleich zu den ublichen Nass- und Trockenatzverfahren in 30 
der fliissigen bzw. Gasphase wesentlich kostengiins tiger ge- 
staltet. 

[0019] Gegenstand der Erflndung sind somit druckfahige, 
homogene, partikelfreie Atzpasten, die ein nichtnewton- 
sches FlieBverhalten aufweisen und deren Verwendung zum 35 
Atzen von anorganischen Oberflachen, insbesondere von 
Oberflachen von auf Siliziumoxid und Siliziumnitrid basie- 
renden Glasern und anderer auf Siliziumoxid- und Silizium- 
nitrid basierenden Systeme und ihrer Schichten variabler 
Dicke, 40 
[0020] Gegenstand der Erflndung ist auch die Verwen- 
dung dieser homogenen, partikelfreien Atzpasten, die ein 
Nichtnewtonsches FlieBverhalten aufweisen, in - im Ver- 
gleich zu den ublichen Nass- und Trockenatzverfahren in 
der fliissigen bzw. Gasphase - kostengiinstigeren, fiir hohe 45 
Durchsatze geeignete, kontinuierlich durchfiihrbare, sowie 
technologisch einfachen Druck-/Atzverfahren fiir Glas und 
fiir andere auf Siliziumdioxid und Siliziumnitrid basierender 
Systemen. 

[0021] Die Herstellung, Formgebung und Nachbehand- 50 
lung wie z. B. Schleifen, Polieren, Lappen, Warmebehand- 
lung der Si0 2 -basierenden Systeme sind wie bei den Gla- 
sern - fiir die erfindungsgemaB beschriebene Verwendung 
von druckfahigen, homogenen, partikelfreien Atzpasten mit 
Nichtnewtonschem FlieBverhalten unerheblich. 55 
[0022] Die Erflndung bezieht sich sowohl auf das Atzen 
von S1O2- oder Siliziumnitrid-haltigen Glasern als einheitli- 
che massive nichtporose und porose Festkorper (z. B. Glas- 
korncr, -pulvcr, Flach-, Hohl-, Spiegel-, Sintcrglas), gcwon- 
nen z. B. aus Glasschmelzen als auch auf das Atzen von 60 
nichtporosen und porosen Glasschichten variabler Dicke, 
die auf anderen Substraten (z. B. Keramiken, Metallble- 
chen, Siliziumwafer) durch verschiedene, dem Fachmann 
bekannten Verfahren (z. B. CVD, PVD, Spin-on/off von Si- 
haltigen Precursoren, thermische Oxidation . . .) erzeugt 65 
wurden. 

[0023] Sie werden in einem einzigen Verfahrensschritt auf 
die zu atzende Substratoberflache aufgebracht. Die zu at- 
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zende Oberflache kann dabei eine eine Flache- oder Teilfla- 
che an einem homogenen massiven porosen und nichtporo- 
sen Korper aus Soliziumoxid- und Siliziumnitrid-basieren- 
dem Glas und anderen Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-ba- 
sierende Systemen sein (z. B. die Oberflache einer Silizium- 
oxid-Glasscheibe) und/oder eine Flache oder Teilflache an 
cincr porosen und nichtporosen Schicht aus Glas und ande- 
ren Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierenden Systemen 
auf einem Tragerrnaterial sein. 

[0024] Ein fiir die Ubertragung der Atzpaste auf die zu at- 
zende Substratoberflache geeignetes Verfahren mit hohem 
Automatisierungsgrad und Durchsatz nutzt die Drucktech- 
nik. Insbesondere die Sieb-, Schablonen-, Tampon-, Stem- 
pel-, Ink-Jet-Druckverfahren sind dem Fachmann bekannte 
Drue k verfahren. Ein manuelles Auftragen ist ebenfalls 
moglich. 

[0025] In Abhangigkeit von der Sieb-, Schablonen-, Kli- 
schee-, Stempelgestaltung bzw. Patronenansteuerung ist es 
moglich, die erfindungsgemaB beschriebenen druckfahigen, 
homogenen, partikelfreien Atzpasten mit Nichtnewton- 
schem FlieBverhalten ganzflachig bzw. gemaB der Atzstruk- 
turvorlage selektiv nur an den Stellen aufzutragen, an denen 
eine Atzung erwiinscht ist. Samtliche Maskierungs- und Li- 
thografieschritte wie unter A) beschrieben entf alien. Der 
Atzvorgang kann mit und/oder ohne Energieeintrag, z. B. in 
Form von Warmestrahlung (mit ER-Lampe, ca. 300°C) statt- 
finden. Nach erfolgter Atzung werden die druckfahigen, ho- 
mogenen, partikelfreien Atzpasten mit nichtnewtonschem 
FlieBverhalten von der geatzten Flache mit einem geeigne- 
ten Losungsmittel abgespiilt und/oder ausgebrannt. 
[0026] Durch Variation folgender GroBen lassen sich die 
Atztiefe in Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierenden 
Glasern bzw. anderen Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-ba- 
sierenden Systemen und deren Schichten variabler Dicke, 
und beim selektiven Strukturatzen zusatzlich die Kanten- 
scharfe der Atzstrukturen einstellen: 

- Konzentration und Zusammensetzung der Atzkom- 
ponenten 

- Konzentration und Zusammensetzung der eingesetz- 
ten Losungsmittel 

- Konzentration und Zusammensetzung der Verdik- 
kersysteme 

- Konzentration und Zusammensetzung der gegebe- 
nenfalls zugesetzten Sauren 

Konzentration und Zusammensetzung der gegebe- 
nenfalls zugesetzten Additive wie Entschaumer, Thi- 
xotropiermittel, Verlaufsmittel, Entliifter, Haftvermitt- 
ler 

- Viskositat der erfindungsgemaB beschriebenen 
druckfahigen, homogenen, partikelfreien Atzpasten 
mit Nichtnewtonschem FlieBverhalten 

- Atzdauer mit und/oder ohne Energieeintrag in die 
mit der jeweiligen Atzpaste bedruckten anorganischen 
und deren Schichten und 

- Energieeintrag in das mit der Atzpaste bedruckte Sy- 
stem. 

[0027] Die Atzdauer kann jc nach Anwcndungszwcck, gc- 
wiinschter Atztiefe und/oder Kantenscharfe der Atzstruktu- 
ren zwischen einigen Sekunden und mehreren Minuten be- 
tragen. Im allgemeinen wird eine Atzdauer zwischen 
1-15 min eingestellt. 

[0028] Die erfindungsgemaB beschriebenen druckfahigen, 
homogenen, partikelfreien Atzpasten mit nichtnewton- 
schem FlieBverhalten sind - im Vergleich mit fliissigen, ge- 
losten bzw. gasformigen Atzmitteln wie anorganische Mine- 
ralsauren der Gruppe Flusssaure, Fluoride, HF-Gas und SFs 
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- vorteilhafterweise wesentlich einfacher, sicherer und atz- 
mittelsparender zu handhaben. 

[0029] Die erfindungsgemaBen druckfahigen, homoge- 
nen, partikelfreien Atzpasten mit nichtnewtonschem FlieB- 
verhalten setzen sich zusammen aus: 5 

a. cincr atzcndcn Komponcntc fiir Glas- und fiir an- 
dere auf SiCVbasierenden Systeme und deren Schich- 
ten 

b. Losungsmittel 10 

c. Verdickungsmittel 

d. gegebenenfalls organischer(n) und/oder anorgani- 
scher(n) Saure(n) 

e. gegebenenfalls Additive wie Entschaumer, Thixot- 
ropiermittel, Verlaufsmittel, Entliifter, Haftvermittler 15 

[0030] Die Atzwirkung der erfindungsgemaB beschriebe- 
nen druckfahigen, homogenen, partikelfreien Atzpasten mit 
nichtnewtonschem FlieBverhalten auf Oberflachen Silizi- 
umoxid- und Siliziumnitrid-basierender Glaser und andere 20 
Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierender Systeme be- 
ruht auf dem Einsatz von Losungen Fluorid-haltiger Kom- 
ponenten mit oder ohne Saurezusatz, insbesondere Losun- 
gen von Fluoriden, Bifluoriden, Tetrafluoroboraten wie z. B. 
Ammonium-, Alkali-, Antimonfluoride, Ammonium-, Al- 25 
kali-, KalziumbifLuoride, alkylierte Ammonium-, Kaliumte- 
trafluoroborate sowie deren Mischungen. Diese Atzkompo- 
nenten sind in den Atzpasten bereits bei Temperaturen im 
Bereich von 15-50°C, insbesondere bei Raumtemperatur, 
wirksam und/oder werden durch Energieeintrag beispiels- 30 
weise durch Warmestrahlung durch IR-Lampe (bis ca. 
300°C), UV- oder Laser-Strahlung aktiviert. 
[0031] Der Anteil der eingesetzten Atzkomponenten liegt 
in einem Konzentrationsbereich von 2-20 Gew.-%, bevor- 
zugt im Bereich von 5-15 Gew.-%, bezogen auf die Ge- 35 
samtmasse der Atzpaste. 

[0032] Das Losungsmittel kann den Hauptbestandteil der 
Atzpaste bilden. Der Anteil kann im Bereich von 
10-90 Gew.-%, bevorzugt im Bereich von 15-85 Gew.-%, 
bezogen auf die Gesamtrnasse der Atzpaste liegen. 40 
[0033] Geeignete Losungsmittel konnen anorganische 
und/oder organische Losungsmittel oder Mischungen der- 
selben sein. Geeignete Losungsmittel, welche rein oder in 
entsprechenden Gemischen einsetzbar sind, konnen je nach 
Verwendungszweck sein: 45 

- Wasser 

- einfache oder mehrwertige Alkohole, wie z. B. Die- 
thylenglykol, Dipropylenglykol 1,2-Propandiol, 1,4- 
Butandiol, 1,3-Butandiol, Glycerin, 1,5-Pentandiol, 2- 50 
Ethyl- 1-hexanol oder deren Gemische 

- Ketone wie z. B. Acetophenon, Methyl- 2-hexanon, 
2-Octanon, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon oder 1- 
Methyl-2-pyrrolidon 

- Ether wie Ethylenglycolmonobutylether, Triethylen- 55 
gfykolmonomethylether, Diethylenglykolmonobuth)'- 
lether oder Dipropylenglykolmonomethylether 

Carbons aureester wie [2,2-Butoxy-(Ethoxy)]-Ethyl- 
acctat 

- Ester der Kohlensaure wie Propylencarbonat 60 

- anorganische Mineralsauren wie Salzsaure, Phos- 
phorsaure, Schwefelsaure oder Salpetersaure oder or- 
ganische Sauren, die eine Alkylrest-Kettenlange von n 
= 1—10 aufweisen, oder deren Gemische. Der Alkylrest 
kann sowohl geradkettig als auch verzweigt sein. Ins- 65 
besondere sind organische Carbon-, Hydroxycarbon- 
und Dicarbonsauren wie Ameisensaure, Essigsaure, 
Milchsaure, Oxalsaure o.a. geeignet. 



[0034] Diese Losungsmittel oder deren Gemische sind 
u. a. auch geeignet, nach erfolgter Atzung das Atzmedium 
wieder zu entfernen und gegebenenfalls die geatzte Oberfla- 
che zu reinigen. 

[0035] Die Viskositat der erfindungsgemaB beschriebenen 
druckfahigen, homogenen, partikelfreien Atzpasten mit 
nichtnewtonschem FlieBverhalten wird durch netzwerkbil- 
dende, in der fliissigen Phase quellende Verdickungsmittel 
erzielt und lasst sich je nach gewunschtem Einsatzgebiet va- 
riieren. Die erfindungsgemaB beschriebenen druckfahigen, 
homogenen, partikelfreien Atzpasten mit nichtnewton- 
schem FlieBverhalten umfassen alle Atzpasten, die keine 
Konstanz der Viskositat von der Scherrate aufweisen, insbe- 
sondere Atzpasten mit verdiinnender Wirkung. Das durch 
Verdickungsmittel erzeugte Netzwerk bricht unter Scherbe- 
lastung zusammen. Die Wiederherstellung des Netzwerkes 
kann ohne Zeitverzogerung (strukturviskose Atzpasten mit 
plastischem bzw. pseudoplastischem FlieBverhalten) bzw. 
mit Zeitverzogerung (Atzpasten mit thixotropem FlieBver- 
halten) erfolgen. 

[0036] Die druckfahigen, homogenen, partikelfreien Atz- 
pasten mit nichtnewtonschem FlieBverhalten sind mit Ver- 
dickungsmittelzusatz vollig homogen. Es kommen keine 
partikularen Verdicker wie z. B. partikulare Silikon- oder 
Acrylharze zum Einsatz. 

[0037] Mogliche Verdickungsmittel sind Poly mere, basie- 
rend auf folgenden Monomereinheiten: 

- Glukoseeinheiten 

- (3-glucosidisch verkniipft, d. h. Cellulose und/ 
oder Cellulosederivate wie Celluloseether, insbe- 
sondere Ethyl- (z. B. Aqualon® EC), Hydroxyl- 
propyl- (z. B. Klucel®), Hydroxylethylcellulose 
(z. B. Natrosol®), und Salze des Glykolsaureet- 
hers der Cellulose, insbesondere Natrium-Car- 
boxymethylhydroxvl-ethylcellulose (z. B. Na- 
CMHEC) 

- ot-giucosidisch verkniipft, d. h. Starke und/oder 
Starkderivate wie oxidierte Starke, insbesondere 
Natriumcarboxymethylstarke (vivastar® P0100 
bzw. vivastar® P5000) und Stafkeether, insbeson- 
dere Anionisches Heteropolysaccharide (Deute- 
ron® VT819 bzw. Deuteron® XG) 

- funktionalisierte Methacrylateinheiten, insbeson- 
dere Kationisches Methacrylat/Methacrylamid wie 
Borchigel® A PK 

- funktionalisierte Vinyleinheiten, d. h. 

- Polyvinylalkohole mit unterschiedlichem Hy- 
drolysegrad, insbesondere Mowiol® 47-88 (teil- 
hydrolysiert, d. h. Vinylacetat- und Vinylalkohol- 
einheiten) bzw. Mowiol® 56-98 (vollhydrolysiert) 

- Polyvinylpvrolidone (PVP), insbesondere PVP 
K-90 bzw. PVP K-120 

[0038] Die Verdicker konnen einzeln und/oder in Kombi- 
nationen mit anderen Verdickern eingesetzt werden. 
[0039] Der Anteil der Verdickungsmittel, der zur gezielten 
Einstcllung des Viskositatsbcrcichcs und grundsatzlich zur 
Bildung einer druckfahigen Paste erforderlich ist, liegt im 
Bereich von 0,5-25 Gew.-%, bevorzugt 3-20 Gew.-%, be- 
zogen auf die Gesamtrnasse der Atzpaste. 
[0040] Wie bereits beschrieben, sind auch die erfindungs- 
gemaBen Atzpasten mit Verdickungsmittelzusatz vollig ho- 
mogen. Sie enthalten keine partikularen Verdicker wie z. B. 
partikulare Silikon- oder Acrylharze. 

[0041] Organische und anorganische Sauren, deren pK s - 
Wert zwischen 0-5 liegen, konnen den erfindungsgemaB be- 
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schriebenen druckfahigen, homogenen, partikelfreien Atz- 
pasten mit nichtnewtonschem FlieBverhalten hinzugefugt 
sein. Anorganische Mineralsauren wie z. B. Salzsaure, 
Phosphorsaure, Schwefelsaure, Salpetersaure als auch orga- 
nische Sauren, die eine Alkylrest-Kettenlange von n = 1-10 5 
aufweisen, verbessern die Atzwirkung der druckfahigen, ho- 
mogenen, partikelfreien Atzpasten mit Nichtnewtonschem 
FlieBverhalten. Der Alkylrest der organischen Sauren kann 
sowohl geradkettig als auch verzweigt sein, insbesondere 
sind organische Carbon-, Hydroxycarbon- und Dicarbon- 10 
sauren wie Ameisensaure, Essigsaure, Milchsaure, Oxal- 
saure oder andere geeignet. Der Anteil der Saure/n kann im 
Bereich von 0-80 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmasse 
der Atzpaste liegen. 

[0042] Additive mit fur den gewiinschten Zweck vorteil- 15 
haften Eigenschaften sind Entschaumer, wie z. B. das unter 
dem Handelsnamen erhaltliche TEGO® Foamex N, 
Thixotropiermittel, wie BYK® 410, Borchigel® Thixo2, 
Verlaufsmittel, wie TEGO® Glide ZG 400, 
Entlufter, wie TEGO® Airex 985 und 20 
Haftvermittler, wie Bayowet® FT 929. 

[0043] Diese konnen die Druckfahigkeit der Atzpaste po- 
sitiv beeinflussen. Der Anteil der Additive liegt im Bereich 
von 0-5 Gew.-% bezogen auf die Gesamtmasse der Atzpa- 
ste. 25 
[0044] Anwendungsgebiete fur die erfindungsgemaBen 
Atzpasten finden sich in der 

- Solarzellenindustrie (Photo voltaik-Bauelemente wie 
Solarzellen, Photodioden) 30 

- Halbleiterindustrie 

- Glasindustrie 

- Hochleistungselektronik 

[0045] Die erfindungsgemaBen neuen, druckfahigen, ho- 35 
mogenen, partikelfreien Atzpasten mit Nichtnewtonschem 
FlieBverhalten konnen insbesondere uberall dort eingesetzt 
werden, wo eine ganzflachige und/oder strukturierte Atzung 
von Oberflachen Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basieren- 
der Glasern und anderer auf Siliziumoxid- und Siliziumni- 40 
trid-basierenden Systemen so wie deren Schichten ge- 
wiinscht wird. 

[0046] So konnen ganze Flachen aber auch selektiv ein- 
zelne Strukturen in einheitliche massive nichtporose und po- 
rose Glaser und andere einheitliche massive nichtporose und 45 
porose Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierende Sy- 
steme bis in die gewiinschte Tiefe geatzt werden, d. h. der 
Atzvorgang kann alle Bereiche zwischen dem mikrostruktu- 
rellen Aufrauhen (noch durchsichtige Glaser mit Lichtstreu- 
effekt) iiber frosting-ZMattierungseffekte bis zum Atzen tie- 50 
fer Atzstrukturen (z. B. Markierungen, Ornamente/Muster) 
umfassen. Anwendungsgebiete sind z. B.: 

- die Herstellung von Sichtfenstern fur Armaturen, 
Messgerate aller Art 55 

- die Herstellung von Glastrager fur AuBenanwendun- 
gen (z. B. fur Solarzellen und Warmekollektoren) 

angeatzte Glasflachen im medizinischen und Sani- 
tarbcrcich, so wie fur dekorative Zweckc, cinschlicB- 
lich kiinstlerischer und architektonischer Anwendun- 60 
gen 

- angeatzte Glasbehaltnisse fiir Kosmetikartikel, Le- 
bensmittel, Getranke 

- gezieltes Anatzen von Glasern und anderer Silizium- 
oxid-basierender Systeme fiir Markierungs-, Kenn- 65 
zeichnungszwecke, z. B. fur Markierung/Kennzeich- 
nung von Behalter-, Flachglas 

- gezieltes Anatzen von Glasern und anderer Silizium- 
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oxid-basierender Systeme fiir mineralogische, geologi- 
sche und mikrostrukturelle Untersuchungen 

[0047] Insbesondere die Sieb-, Schablonen-, Tampon-, 
Stempel-, Ink-Jet-Druckverfahren sind geeignete Techni- 
ken, die Atzpasten wie gewiinscht aufzutragen. Generell ist 
neben den genannten Druckvcrfahrcn auch cin manucllcs 
Auftragen moglich. 

[0048] Neben der industriellen Anwendung sind die Atz- 
pasten auch fiir den Heimwerker- und Hobbybedarf geeig- 
net. 

[0049] Die erfindungsgemaB beschriebenen druckfahigen, 
homogenen, partikelfreien Atzpasten mit Nichtnewton- 
schem FlieBverhalten konnen iiberall dort eingesetzt wer- 
den, wo Schichten von Glasern und anderen Siliziumoxid- 
basierenden sowie von Siliziumnitrid-basierenden Syste- 
men variabler Dicke ganzfl achig und/oder strukturiert geatzt 
werden sollen. Anwendungsgebiete sind z. B.: 

- samtliche Atzschritte an Schichten von Silizium- 
oxid- und Siliziumnitrid-basierenden Glasern und an- 
deren Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierenden 
Systemen, die zur Herstellung von Photo voltaik-Bau- 
elementen wie Solarzellen, Photodioden und dgl. fiih- 
ren, insbesondere sind dieses 

a) das Entfernen von Siliziumoxid-/dotiertern Si- 
liziumoxid- (z. B. Phosphorglas nach der n-Dotie- 
rung der Solarzelle) und Siliziumni tridschichten 

b) das selektives Offnen von Passivierungs- 
schichten aus Siliziumoxid und Siliziurnnitrid zur 
Erzeugung doppelstufiger selektiver Emitter 
(nach Offnen nochmalige Dotierung zur Erzeu- 
gung von n ++ -Schichten) und/oder lokaler p" 1 "- 
Back-Surface-Fields (BSF) 

c) Kantenatzung von Siliziumoxid- und/oder Sili- 
ziumnitrid-beschichteten Solarzellenscheiben 

- samtliche Atzschritte an Schichten von Silizium- 
oxid- und Siliziumnitrid-basierenden Glasern und an- 
deren Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierenden 
Systemen, die zur Herstellung von Halbleiterbauele- 
menten und Schaltkreisen fiihren und das Offnen von 
Passivierungs schichten aus Siliziumoxid und Siliziurn- 
nitrid erfordern 

- samtliche Atzschritte an Schichten von Silizium- 
oxid- und Siliziumnitrid-basierenden Glasern und an- 
deren Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierenden 
Systemen, die zur Herstellung von Bauelementen in 
der Hochleistungselektronik fiihren 

[0050] Insbesondere die Sieb-, Schablonen-, Tampon-, 
Stempel-, Ink-Jet-Druckverfahren sind geeignete Techni- 
ken, die Atzpasten wie gewiinscht aufzutragen. Generell ist 
neben den genannten Druckverfahren auch ein manuelles 
Auftragen moglich. 

[0051] Neben der industriellen Anwendung sind die Atz- 
pasten auch fiir den Heimwerker- und Hobbybedarf geeig- 
net. 

Bcispiclc 

[0052] Zum besseren Verstandnis und zur Verdeutlichung 
werden im folgenden Beispiele gegeben, die im Rahmen des 
Schutzbereiches der vorliegenden Erfindung liegen, jedoch 
nicht. geeignet sind, die Erfindung auf diese Beispiele zu be- 
schranken. 
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Bei spiel 1 

21 g Ethylenglycolmonobutylether 
39 g 35%ige NH 4 HF 2 -L6sung 

30 g Ameisensaure (98-100%ig) 5 
10gPVPK-120 

[0053] Ethylenglycolmonobutylether und Ameisensaure 
werden in einem PE-Becher vorgelegt. Im AnschluB daran 
wird eine wassrige 35%ige NH4HF 2 -L6sung hinzugegeben. 10 
Dann erfolgt die sukzessive Zugabe von PVP K-120 unter 
Riihren (mindestens 400 U/min). Wahrend der Zugabe und 
noch ca. 30 min danach muss intensiv weiter geriihrt wer- 
den. Die Abfiillung in Behalter erfolgt nach einer kurzen 
Standzeit. Diese Standzeit ist erforderlich, damit sich die in 15 
der Atzpaste gebildeten Blaschen auflosen konnen. 
[0054] Diese Mischung ergibt eine Atzpaste, mit der ge- 
zielt Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierende Glaser 
und andere Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierende Sy- 
steme und deren Schichten ganzflachig bzw. in Strukturen 20 
mit und/oder ohne Energieeintrag bis zu einer gewiinschten 
Tiefe geatzt werden kann. 

[0055] Die fotospektrometrisch ermittelte Atzrate auf ei- 
ner thermisch erzeugten Siliziumoxid-Schicht betragt bei 
ganztlachiger Atzung 120 nm/min. Die fotospektrometrisch 25 
ermittelte Atzrate auf einer mittels CVD erzeugten Silizium- 
nitrid-Schicht (Brechungsindex von n = 1,98) betragt bei 
ganztlachiger Atzung 70 nm/min. 

[0056] Die erhaltene Atzpaste ist lagerstabil, leicht zu 
handhaben und druckfahig. Sie kann z. B. mit Wasser vom 30 
bedruckten Material bzw. vom Pastentrager (Sieb, Rakel, 
Schablone, Stempel, Klischee, Patrone usw.) entfernt oder 
im Ofen ausgebrannt werden. 

Beispiel 2 35 

22 g Triethylenglvcolmonomethylether 
43 g 35%ige NH 4 HF 2 -L6sung 

20 g deionisiertes Wasser 

12 g PVP K-120 40 

[0057] Triethylenglycolmonomethylether wird vorgelegt. 
und wie in Beispiel 1 mit alien fliissigen Komponenten unter 
Ruhren versetzt. Zum Schluss wird das Verdickungsmittel 
PVP K-120 unter Ruhren (mindestens 400 U/min) sukzessiv 45 
eingetragen. Wahrend der Zugabe und noch ca. 30 min da- 
nach muss intensiv weiter geriihrt werden. Die Ablullung in 
Behalter erfolgt nach einer kurzen Standzeit. Diese Stand- 
zeit ist erforderlich, damit sich die in der Atzpaste gebilde- 
ten Blaschen auflosen konnen. 50 
[0058] Diese Mischung ergibt eine Atzpaste, mit der ge- 
zielt Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierende Glaser 
und andere Si0 2 - und Siliziumnitrid-basierende Systeme 
und deren Schichten ganzflachig bzw. in Strukturen mit und/ 
oder ohne Energieeintrag bis zu einer gewiinschten Tiefe ge- 55 
atzt werden kann. 

[0059] Die fotospektrometrisch ermittelte Atzrate auf ei- 
ner thermisch erzeugten Siliziumoxid-Schicht betragt bei 
ganztlachiger Atzung 106 nm/min. 

[0060] Die erhaltene Atzpaste ist lagerstabil, leicht zu 60 
handhaben und druckfahig. Sie kann z. B. mit Wasser vom 
bedruckten Material bzw. vom Pastentrager (Sieb, Rakel, 
Schablone, Stempel, Klischee, Patrone usw.) entfernt oder 
im Ofen ausgebrannt werden. 

65 

Beispiel 3 

12 g festes NH 4 HF 2 
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142 g Milchsaure 

10 g Ethylcellulose 

36 g Ethylenglycolmonobutylether 

[0061] Die Ethylcellulose wird im vorgelegten Ethylen- 
glycolmonobutylether bei 40°C im Wasserbad sukzessiv 
cingcriihrt. Das feste NH 4 HF 2 wird cbcnfalls unter Riihrcn 
in der Milchsaure gelost und anschlieBend zu der Ethylcel- 
lulose-Stammpaste zugegeben. Beides zusammen wird noch 
2 h bei 600 U/min geriihrt. 

[0062] Diese Mischung ergibt eine Atzpaste, mit der ge- 
zielt Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierende Glaser 
und andere Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierende Sy- 
steme und deren Schichten ganzflachig bzw. in Strukturen 
mit und/oder ohne Energieeintrag bis zu einer gewiinschten 
Tiefe geatzt werden kann. 

[0063] Die fotospektrometrisch ermittelte Atzrate auf ei- 
ner thermisch erzeugten Siliziumoxid-Schicht betragt bei 
ganzflachiger Atzung 23 nrn/min. 

[0064] Die erhaltene Atzpaste ist lagerstabil, leicht zu 
handhaben und druckfahig. Sie kann z. B. mit Aceton oder 
Butylacetat vom bedruckten Material bzw. vom Pastentra- 
ger (Sieb, Rakel, Schablone, Stempel, Klischee, Patrone 
usw.) entfernt oder im Ofen ausgebrannt werden. 

Beispiel 4 

15 g Ethylenglycolmonobutylether 

15 g Triethylenglycolmonomethylether 

29 g Propylene arbonat 

72 g Ameisensaure 

46 g 35%ige NH4HF 2 -L6sung 

24 g PVP K-90 

[0065] Das Losungsmittelgemisch und die Ameisensaure 
werden in einem PE-Becher vorgelegt. Im AnschluB daran 
wird eine wassrige 35%ige NH4HF 2 -L6sung hinzugegeben. 
Dann erfolgt die sukzessive Zugabe von PVP K-120 unter 
Ruhren (mindestens 400 U/min). Wahrend der Zugabe und 
noch ca. 30 min danach muss intensiv weiter geriihrt wer- 
den. Die Abfiillung in Behalter erfolgt nach einer kurzen 
Standzeit. Diese Standzeit ist erforderlich, damit sich die in 
der Atzpaste gebildeten Blaschen auflosen konnen. 
[0066] Diese Mischung ergibt eine Atzpaste, mit der ge- 
zielt Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierende Glaser 
und andere Siliziumoxid- und Siliziumnitrid-basierende Sy- 
steme und deren Schichten ganzflachig bzw. in Strukturen 
mit und/oder ohne Energieeintrag bis zu einer gewiinschten 
Tiefe geatzt werden kann. 

[0067] Die fotospektrometrisch ermittelte Atzrate auf ei- 
ner thermisch erzeugten Siliziumoxid-Schicht betragt bei 
selektiver Atzung von ca. 80 □ m breiten Strukturen 67 nm/ 
min. Die fotospektrometrisch ermittelte Atzrate auf einer 
mittels CVD erzeugten Siliziumnitrid-Schicht betragt bei 
selektiver Atzung von ca. 100 □ m breiten Strukturen und ei- 
ner Atztemperatur von 40°C 35 nm/min. 
[0068] Die erhaltene Atzpaste ist lagerstabil, leicht zu 
handhaben und druckfahig. Sie kann z. B. mit Wasser vom 
bedruckten Material bzw. vom Pastentrager (Sieb, Rakel, 
Schablone, Stempel, Klischee, Patrone usw.) entfernt oder 
im Ofen ausgebrannt werden. 

Patentanspriiche 

1. Druckfahiges, homogenes, partikelfreies Atzme- 
dium mit Nichtnewtonschem FlieBverhalten zum At- 
zen von anorganischen, glasartigen oder kristallinen 
Oberflachen. 
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2. Druckfahiges Atzmedium gemaB Anspruch 1 fiir 
Oberflachen von Glasern, ausgewahlt aus der Gruppe 
der Glaser basierend auf Siliziumoxid und der Glaser 
basierend auf Siliziumnitrid. 

3. Druckfahiges Atzmedium gemaB der Anspriiche 1 5 
und 2, fur Oberflachen von Glasern, welche Elemente 
ausgewahlt aus der Gruppe Kalzium, Natrium, Alumi- 
nium, Blei, Lithium, Magnesium, Barium, Kalium, 
Bor, Berry hum, Phosphor, Gallium, Arsen, Antimon, 
Lanthan, Scandium, Zink, Thorium, Kupfer, Chrom, 10 
Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Molybdan, Vanadium, 
Titan, Gold, Platin, Palladium, Silber, Cerium, Casium, 
Niob, Tantal, Zirkonium, Yttrium, Neodym und Pra- 
seodym enthalt. 

4. Druckfahiges Atzmedium gemaB der Anspriiche 1 15 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB es eine Atzpaste 
mit nichtnewtonschem FlieBverhalten ist. 

5. Druckfahiges Atzmedium gemaB der Anspriiche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass es eine homogene 
partikelfreie Atzpaste ist, welche 20 

a) mindestens eine atzende Komponente fiir an- 
org anise he Oberflachen, 

b) Losungsmittel, 

c) Verdickungsmittel und 

d) gegebenenfalls organische und/oder anorgani- 25 
sche S aure sowie gegebenenfalls 

e) Additive wie Entschaumer, Thixotropiermittel, 
Verlaufsmittel, Entlufter, Haftvermittler 

enthalt, bereits bei Temperaturen von 15 bis 50°C wirk- 
sam ist und/oder gegebenenfalls durch Energieeintrag 30 
aktiviert wird. 

6. Atzmedium gemaB Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es als atzende Komponente mindestens 
eine Verbindung ausgewahlt aus der Gruppe der Fluo- 
ride, Bifluoride und der Tetra-fluoroborate und gegebe- 35 
nenfalls mindestens eine anorganische und/oder orga- 
nische Saure enthalt, wobei die atzende(n) Komponen- 
te(n) in einer Konzentration von 2 bis 20 Gew.-%, vor- 
zugsweise 5 bis 15 Gew.-%, bezogen auf die Gesamt- 
menge vorliegt. 40 

7. Atzmedium gemaB der Anspriiche 5 und 6, dadurch 
gekennzeichnet, daB es als atzende Komponente 
mindestens eine Fluorverbindung ausgewahlt aus der 
Gruppe der Ammonium-, Alkali-, Antimonfluoride, 
Ammonium-, Alkali-, Kalziumbifluoride, der alkylier- 45 
ten Ammonium- und der Kaliumtetrafluoroborate und 
gegebenenfalls mindestens eine anorganische Mineral- 
saure ausgewahlt aus der Gruppe Salzsaure, Phosphor- 
saure, Schwef els aure, Salpetersaure und/oder gegebe- 
nenfalls 50 
mindestens eine organische Saure, welche einen gerad- 
kettigen oder verzweigten Alkylrest mit 1-10 C-Ato- 
men aufweisen kann, ausgewahlt aus der Gruppe der 
Alkylcarbonsauren, der Hydroxycarbonsauren und der 
Dicarbonsauren 55 
enthalt. 

8. Atzmedium gemaB Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es eine organische Saure ausgewahlt aus 
der Gruppe Amciscnsaurc, Essigsaurc, Milchsaurc und 
Oxalsaure enthalt. 60 

9. Atzmedium gemaB der Anspriiche 5 bis 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Anteil der organischen und/ 
oder anorganischen Sauren in einem Konzentrations- 
bereich von 0 bis 80 Gew.-% bezogen auf die Gesamt- 
menge des Mediums liegt, wobei die hinzugefiigten 65 
Sauren jeweils einen pK s -Wert zwischen 0 bis 5 besit- 
zen. 

10. Atzmedium gemaB Anspruch 5, dadurch gekenn- 
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zeichnet, daB es als Losungsmittel Wasser, ein- oder 
mehrwertige Alkohole, wie Glycerin, 1,2-Propandiol, 

I, 4-Butandiol, 1,3-Butandiol, l*5-Pentandiol, 2-Ethyl- 
1-hexenol, Ethylenglykol, Diethylenglykol und Dipro- 
pylenglykol, sowie deren Ether wie Ethylenglycolmo- 
nobutylether, Triethylengfykolmonomethylether, Die- 
thylcnglykolmonobuthylcthcr und Dipropylcnglykol- 
monomethylether) und Ester wie [2,2-Butoxy-(Et- 
hoxy)]-Ethylacetat, Ester der Kohlensaure wie Propy- 
lencarbonat, Ketone, wie Acetophenon, Methyl-2-he- 
xanon, 2-Octanon, 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon 
und l-Methyl-2-pyrrolidon, als solche oder im Ge- 
misch in einer Menge von 10 bis 90 Gew.-%, vorzugs- 
weise in einer Menge von 15 bis 85 Gew.-%, bezogen 
auf die Gesamtmenge des Mediums verwendet werden. 

II. Atzmedium gemaB Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es 0,5 bis 25 Gew.-%, vorzugsweise 3 bis 
20 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge des Atzme- 
diums als Verdickungsmittel Gellulose/Cellulosederi- 
vate, Starke/Starkderivate und/oder Polymere auf der 
Basis von Acrylat oder funktionalisierten Vinyleinhei- 
ten enthalt . 

12. Atzmedium gemaB Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es 0 bis 5 Gew.-% bezogen auf die Ge- 
samtmenge Additive, ausgewahlt aus der Gruppe Ent- 
schaumer, Thixotropiermittel, Verlaufsmittel, Entliif- 
ter, und Haftvermittler, enthalt. 

13. Verwendung eines Atzmediums gemaB der An- 
spriiche 1-12 in einem Atzverfahren, indem es auf die 
zu atzende Oberflache aufgebracht wird und nach einer 
Einwirkzeit von 1-15 min wieder entfernt wird. 

14. Verwendung eines Atzmediums gemaB der An- 
spriiche 1 bis 12 in der Photo voltaik, Halbleitertechnik, 
Hochleistungselektronik, Mineralogie oder Glasindu- 
strie, sowie zur Herstellung von Photodioden, von 
Sichtfenstern fur Amaturen oder Messgeraten, von 
Glastragern fiir Aussenanwendungen, zur Herstellung 
von geatzten Glasflachen im medizinischen, dekorati- 
ven und Sanitarbereich, zur Herstellung von geatzten 
Glasbehaltnissen fiir Kosmetikartikeln, Lebensmitteln 
und Getranken, zur Herstellung von Markierungen 
oder Kennzeichnungen auf Behaltern und in der Flach- 
glasherstellung. 

15. Verwendung eines Atzmediums gemaB der An- 
spriiche 1 bis 12 in Sieb-, Schablonen-, Tampon-, 
Stempel-, Ink- Jet- und manuellen Druckverfahren. 

16. Verwendung eines Atzmediums gemaB der An- 
spriiche 1 bis 12 zur Herstellung von Glastragern fiir 
Solarzellen oder fiir Warmekollektoren. 

17. Verwendung eines Atzmediums gemaB der An- 
spriiche 1 bis 12 zum Atzen 

von Si0 2 - oder Siliziumnitrid- haltigen Glasern als ein- 
heitliche massive nichtporose und porose Festkorper 
oder 

von entsprechenden nichtporosen und porosen Glas- 
schichten variabler Dicke, die auf anderen Substraten 
erzeugt worden sind. 

18. Verwendung eines Atzmediums gemaB der An- 
spriiche 1-12 zum Atzen von cinhcitlichcn, massiven, 
nichtporosen oder porosen Glasern, basierend auf Sil- 
ziumoxid- oder -nitrid-Systemen sowie von Schichten 
variabler Dicke solcher Systeme. 

19. Verwendung eines Atzmediums gemaB der An- 
spriiche 1 bis 12 zum Entfernen von Siliziurnoxid-/do- 
tierten Siliziumoxid- und Siliziumnitridschichten, zum 
selektiven Offnen von Passivierungsschichten aus Sili- 
ziumoxid und Siliziumnitrid zur Erzeugung doppelstu- 
liger selektiver Emitter und/oder lokaler p + -Back-Sur- 
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face-Fields und zum Kantenatzen von Siliziumoxid- 
und Siliziumnitrid-beschichteten Solarzellen. 

20. Verwendung eines Atzmediums gemaB der An- 
spruche 1 bis 12 zur Offnung von Passivierungsschich- 
ten aus Siliziumoxid und Siliziumnitrid im Herstel- 5 
lungsprozess von Halbleiterbauelementen und deren 
Schaltkrciscn. 

21. Verwendung eines Atzmediums gemaB der An- 
spriiche 1 bis 12 zur Offnung von Passivierungsschich- 
ten aus Siliziumoxid und Siliziumnitrid im Herstel- 10 
lungsprozess von Bauelementen fur die Hochleistungs- 
elektronik. 

22. Verwendung eines Atzmediums gemaB der An- 
spriiche 1 bis 12 fur mineralogische, geologische und 
mikrostrukturelle Untersuchungen. 15 

23. Verfahren zum Atzen von anorganischen, glasarti- 
gen, kristallinen Oberflachen, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Atzmedium gemaB der Anspriiche 1-12 auf 
ganzflachig oder gemaB der Atzstrukturvorlage gezielt 
nur an den Stellen aufgetragen wird, an denen eine At- 20 
zung erwiinscht ist und nach erfolgter Atzung mit ei- 
nem Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch abge- 
spiilt wird. 

24. Verfahren gemaB Anspruch 23, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Atzmedium nach erfolgter Atzung 25 
mit Wasser abgespiilt wird. 
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